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SiGeにおけるイオンビーム誘起界面非晶質化 
ION BEAM INDUCED INTERFACIAL AMORPHIZATION 







The surface region of 400 nm thick SiGe/Si containing 10% Ge was amorphized to the depth of 230 
nm by Ge ion bomardment to a fluence of 1.0 × 1015 ions/cm2 at the energy of 200 KeV at room 
temperature.  Some samples were annealed in a N2 atomosphere at 300℃ for 10 min.  Then the 
samples were bombarded with Ge ions at the energy of 3.9 MeV to fluences of 4 × 1014, 7 × 1014 and 
9 × 1014 ions/cm2 at room temperature. Rutherford backscattering spectrometry (RBS) measurements 
revealed that as the fluence increased the a/c interface between amorphous and crystal proceeded 
toward internal of the sample, indicating a layer-by-layer movement of the interface. The thickness 
of the amorphous layer of the sample with and without annealing increased at a rate of 1.65 nm / 1014 
ions/cm2 and 2.62 nm / 1014 ions/cm2 respectively, representing more rapid interface movement in 
the sample without annealing. 






















本研究では CVDで作成した SiGe膜が 400 nm、Ge濃




ニールは 300℃で 10 分間、窒素雰囲気中で行った。その
後、これらの 2種類の試料に対してエネルギーを 3.9 MeV、









(1) 200 keVGeイオン照射後のアニール前後の比較結果 
200 keVGe イオン照射後のアニールをした試料とし















図 1 エネルギー200 keVGe イオン照射後、アニールを
した試料としていない試料の RBSスペクトル 
 
(2) 3.9 MeVGeイオン照射後の RBS結果 
図 2、3 にアニールをしなかった試料とアニールをし






















































い試料は 2.62  nm  / 1014 ions/cm2、アニールをした

















図 4 エネルギー幅と照射量の関係 
 
(3) アニールする前と後の TEM像 
 アニール前後における a/c 界面の状態を調べるために
TEMを使用した。図 5、6にアニールをしなかった試料






























































 本研究では SiGeを対象に IBIIAの観察をした。はじめ
の 200keV イオン照射で表面からおよそ 230 nm が非晶
質化した。その後試料をアニールせずに 3.9 MeV イオン





をしていない試料は 2.62 nm  / 1014 ions/cm2、アニールを
した試料は 1.65 nm / 1014 ions/cm2の速度で a/c界面が移動
しており、アニールをしていない試料の方が IBIIAが速く




































1) Chakraborty P. S., Cardoso A. S., Wier B. R., Omprakash, A. 
P., Cressler. J. D., Kaynak M. and Tillack, B.  Electron Device 
Letters, IEEE, 35, 2 (2014). 
2) J. Nakata, Phys. Rev. B 43, 14643 (1991). 
3) Ch. Angelov, M. Takai, A. Kinomura, Y. Horino, A. Peeva, 
and W. Skorupa, Nucl. Instr. and Meth. B 206, 907 (2013). 
4) K. Awane, Y. Kokubo, M. Yomogida, T. Nishimura, and Y. 
Yamamoto, Nucl. Instr. and Meth. B 307, 399 (2013). 
5) N. Kobayashi, M. Hasegawa, N. Hayashi, H. Tanoue, H. 
Shibata, Y. Makita Nucl. Instr. Meth. B, 106, 289 (1995). 
6) T. Henkel, V. Heera, R. Kögler, W. Skorupa, M. Seibt, J. Appl. 
Phys., 82, 5360 (1997). 
7) G. Otto, G. Hobler, P. Pongratz, and L. Palmetshofer, Nucl. 
Instr. and Meth. B 253, 253 (2006). 
